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由上表可见，2025 年末商业承兑汇票账面余额较 2024 年末减少 976.68 万元，坏账准备减少

271.73万元；商业承兑汇票坏账准备减少系还原应收账款后持续计算的1-2年账龄余额较2024年末
减少1,485.96万元所致。

公司商业承兑汇票主要来自高可靠领域客户，该部分客户或其票据出票人/承兑人通常信用较
好，截至目前未出现商业承兑汇票到期后无法完成托收兑付的情形。公司在考虑商业承兑汇票的信
用减值时，除考量承兑人、出票人的信用因素外，同时还将商业承兑汇票还原应收账款并根据还原后
应收账款账龄情况计提信用减值损失。

2025年末，公司持有商业承兑汇票余额1,838.91万元，将其还原至应收账款后的账龄分别为1年
以内 1,250.69万元、1-2年 588.22万元，还原后账龄为 1-2年应收账款金额较 2024年末减少 1,485.96
万元。使得 2025 年末应收票据计提信用减值损失 199.15 万元，计提比例 9.80%，较 2024 年末的
16.05%有所减少。

综上，根据公司应收票据主要客户的基本情况、还款能力、信用情况、兑付情况，以及公司账龄结
构角度来看，公司2025年末计提应收票据坏账准备199.15万元，应收票据坏账计提具有充分性，商业
承兑汇票坏账计提比例较上年大幅下降具有合理性。

二、列示应收账款主要欠款方及账龄在1年以上的主要欠款方名称、形成时间、交易内容及背景、
账面余额、减值计提及转回情况、客户信用情况、信用政策是否变化、是否逾期以及逾期主要原因，说
明应收账款大幅增加的原因及合理性，是否存在放宽信用政策增加收入的情况。

（一）应收账款余额构成
单位：万元

账龄
1年以内
1－2年
2－3年
小计

减：坏账准备
合计

2025年末余额
11,740.67
949.66
3.13

12,693.46
778.53

11,914.93

2024年末余额
7,413.40
1,084.03
8,497.43
587.48
7,909.95

变动金额
4,327.27
-134.36
3.13

4,196.03
191.05
4,004.98

由上表可见，2025年末应收账款账面余额为 12,693.46万元，较 2024年末账面余额 8,497.43万元
增加 4,196.03万元，主要系 2025年收入较 2024年大幅增加导致应收账款增加，此外本期因将无锡众
享纳入合并范围内导致应收账款增加1,150.48万元。

（二）应收账款主要欠款方及账龄在1年以上的主要欠款方情况
1、应收账款主要欠款方情况
单位：万元

客户

宁波群芯微电子股份有限公司

芜湖华沅微电子有限公司
客户H
客户 I

客户D1
客户B

瑞森半导体科技（广东）有限公司

四川升华电源科技有限公司
客户E

晶艺半导体有限公司
小计

应收账款余额

形成时间

2025年度

2025年度
2024-2025年度

2025年度
2024-2025年度

2025年度

2025年度

2025年度
2025年度
2025年度

交易内容

隔离固态继电器；平面MOS⁃
FET

沟槽MOSFET
电源管理
电机驱动

电源管理、电机驱动
电源管理

FR MOSFET、平 面 MOS⁃
FET；电源管理

电源管理
隔离固态继电器

FR MOSFET

2025年末
期末余额

1,319.46
1,126.93
1,076.92
1,063.66
863.03
694.42
569.31
357.58
325.68
287.82
7,837.80
12,693.46

余额占比

10.39%
8.88%
8.48%
8.38%
6.80%
5.47%
4.49%
2.82%
2.57%
2.27%
61.75%

注1：上表列示了余额前十大客户；
注 2；上述客户同时为历年前十大客户，交易背景详见前文“二、关于主要客户及供应商”之“一、

（二）近三年前十大客户合作历史及变动情况”，下表同。
2、应收账款账龄在1年以上情况
单位：万元

客户

客户H
客户D1

盛廷微电子（无锡）有
限公司
合计

形成时间

2024-2025年度

2024-2025年度

2024年度

交易内容

电源管理
电源管理、电机驱

动

超结MOSFET

期末余额

1,076.92
863.03
153.00
2,092.95

账龄
1年以内
654.96
611.26

1,266.21

1-2年
421.96
251.77
153.00
826.74

2-3年
期末坏账准备

余额
117.14
80.92
30.60
228.66

注：上表列示了应收账款账龄在1年以上的主要客户。
3、应收账款主要欠款方及账龄在1年以上的主要欠款方交易内容、信用政策及逾期情况

客户

宁波群芯微电子股份有限
公司

芜湖华沅微电子有限公司

客户H

客户 I

客户D1
客户B

瑞森半导体科技（广东）有
限公司

四川升华电源科技有限公
司

客户E
晶艺半导体有限公司

盛廷微电子（无锡）有限公
司

交易内容

隔离固态继电器；平面
MOSFET

沟槽MOSFET

电源管理

电机驱动

电源管理、电机驱动

电源管理

FR MOSFET、平面 MOS⁃
FET；电源管理

电源管理

隔离固态继电器

FR MOSFET
超结MOSFET

信用政策
2025年度

20号对账，2个月月
底收款

25号对账，3个月月
底收款

月底对账，1个月月
底收款

25号对账，5个月后
15号收款

25号对账，1年后月
底收款

月底对账，4个月月
底收款

25号对账，6个月月
底收款

月底对账，6个月月
底收款

月底对账，9个月后
底收款

25号对账，1个月月
底收款

20号对账，2个月后
15号收款

2024年度

20号对账，2个月月底收款

25号对账，3个月月底收款

月底对账，1个月月底收款

/

月底对账，6个月月底收款

月底对账，2个月月底收款

25号对账，3个月后月底付
款

月底对账，1个月月底收款

月底对账，3个月月底收款

25号对账，1个月月底收款

20号对账，2个月月底收款

逾期情况

客户订单起量过程中，回款有
逾期

回款有逾期，客户下游回款不
佳，从过往合作历史评估，回款

风险可控
回款有逾期，客户下游回款不

佳
回款有逾期，终端客户需求变
动导致客户下游回款不佳，持

续督促其有序回款
回款有逾期，系为高可靠领域

客户，回款周期长
回款有逾期，系为高可靠领域

客户，回款周期长
回款有逾期，客户下游回款不

佳
回款有逾期，系为高可靠领域
客户，其下游客户也为高可靠

领域，回款周期长

无

无

期后已全部回款

公司主要应收账款账龄均在1年以内，部分客户出现逾期系客户自身审批流程较长、下游客户回
款缓慢、自身的资金规划等因素导致未按约定信用期付款。报告期内逾期客户主要为高可靠领域客
户，该部分客户资信情况良好，信誉较高，与公司长期持续合作，且款项陆续收回，不存在客户财务恶
化的迹象，大额应收账款无法收回的风险较小。公司结合客户性质和过往合作历史评估，本期对部分
长期合作的优质客户（包括高可靠及其他重点客户）优化了结算周期。

客户D1为高可靠领域客户，其自身审批流程较长、自身的资金规划等因素导致货款逾期时间较
长，但客户资信情况良好，信誉较高，与公司长期持续合作，不存在客户财务恶化的迹象，大额应收账
款无法收回的风险较小。

客户H、盛廷微电子（无锡）有限公司因下游客户回款缓慢、自身的资金规划等因素导致未按约定
信用期付款，从过往合作历史评估，回款风险可控。

4、2025年末应收账款较2024年变动情况如下：
单位：万元

项目
营业收入
应收账款

应收账款与营收比重

2025年度
25,456.78
12,693.46
49.86%

2024年度
13,013.44
8,497.43
65.30%

变动
95.62%
49.38%
-23.64%

2025年末应收账款账面余额为12,693.46万元，较2024年末账面余额8,497.43万元增加4,196.03
万元，主要系2025年收入较2024年大幅增加导致应收账款增加，应收账款增长幅度远小于营业收入
增加幅度，期末应收账款占当期营业收入比重由上期的65.3%下降至本期的49.86%。此外本期因将
无锡众享纳入合并范围内导致应收账款增加1,150.48万元。

综上，2025年收入较2024年大幅增加，且无锡众享于本期纳入合并范围导致2025年末应收账款
余额较2024年度大幅增加，具有合理性。

（三）坏账准备计提是充分的
公司2025年末应收账款账龄情况主要为1年以内，占比92.49%，应收账款账龄结构较好，应收账

款账龄及坏账准备具体情况如下：
单位：万元

账龄

1年以内
1－2年
2－3年
合计

2025年末

账面余额

11,740.67
949.66
3.13

12,693.46

余额占比（%）

92.49
7.48
0.02

100.00

坏账准备

587.03
189.93
1.56

778.53

计 提 比 例
（%）
5.00
20.00
50.00
6.13

2024年末

账面余额

7,413.40
1,084.03
8,497.43

余 额 占 比
（%）
87.24
12.76
100.00

坏账准备

370.67
216.81
587.48

计 提 比 例
（%）
5.00
20.00
6.91

由上表可以看出，公司一年以上的应收账款占比呈下降趋势，公司近几年未发生应收账款无法收
回的情形，2025年末应收账款预期能够逐步回收，截至目前未出现无法收回的情形。

从公司应收账款信用损失模型角度来看，公司根据账龄和预期信用损失率计提信用减值损失，公
司预期信用损失率与同行业可比公司相比不存在重大差异，具体情况如下：

公司
士兰微

华微电子
新洁能

东微半导
平均值
公司

1年以内
5.00%
1.38%
5.00%
5.00%
4.10%
5.00%

1-2年
10.00%
21.51%
10.00%
20.00%
15.38%
20.00%

2-3年
30.00%
54.26%
30.00%
50.00%
41.07%
50.00%

3-4年
100.00%
85.41%
100.00%
100.00%
96.35%
100.00%

4-5年
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

5年以上
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

综上，公司应收账款账龄状况较好，未出现应收账款无法收回的情形；公司账龄组合计提比率与
同行业可比公司不存在重大差异，公司按照账龄组合于 2025年末已计提应收账款信用减值准备
778.53万元，综合计提比例6.13%，应收账款信用减值损失计提具有充分性。

三、年审会计师核查意见
1、核查程序：
（1）获取票据台账、应收账款明细账，了解主要客户期末应收款形成的具体情况；
（2）选取主要客户执行函证程序、细节测试及替代程序，分析应收账款的余额、应收票据签收金额

的合理性、真实性，2025年末应收账款余额的发函比例为92.01%，回函比例为84.03%，未回函的部分
已执行了替代程序；

（3）对期末余额较大客户检查其信用政策，是否存在逾期，询问销售部门与管理层回款不佳或逾
期的原因，应收账款的可收回性，拟采取的催款措施；查看期后收款情况，并评估其信用减值准备计提
的充分性；

（4）获取应收账款及应收票据的信用减值准备计提表，查阅同行业可比公司的坏账准备计提政
策，与公司坏账计提政策进行比较，复核并分析公司信用减值准备计提的充分性；

2、核查意见：
经核查，年审会计师认为：
（1）公司已列示应收票据相关信息，公司应收票据坏账计提具有充分性，商业承兑汇票坏账计提

比例较上年大幅下降系商业承兑汇票还原应收账款后持续计算的1-2年账龄余额较2024年末减少所
致，具有合理性；

（2）公司已列示应收账款相关信息；公司应收账款增加主要系营业收入增加、并购无锡众享影响
以及个别客户应收账款增加所致，部分客户信用政策变动具有合理性，部分客户因自身审批流程较
长、下游客户回款缓慢、自身的资金规划等因素导致未按约定信用期付款；根据过往合作历史评估，公
司回款风险可控，公司应收账款坏账计提具有充分性。

四、持续督导机构核查意见
1、核查程序
（1）获取票据台账、应收账款明细账，了解主要客户期末应收款形成的具体情况；
（2）复核年审主要客户函证回函，分析应收账款的余额、应收票据签收金额的合理性、真实性；
（3）对期末余额较大客户检查其信用政策，是否存在逾期，询问销售部门与管理层回款不佳或逾

期的原因，应收账款的可收回性，拟采取的催款措施；查看期后收款情况，并评估其信用减值准备计提
的充分性；

（4）获取应收账款及应收票据的信用减值准备计提表，查阅同行业可比公司的坏账准备计提政
策，与公司坏账计提政策进行比较，复核并分析公司信用减值准备计提的充分性。

二、核查意见
（1）公司已列示应收票据相关信息，公司应收票据坏账计提具有充分性，商业承兑汇票坏账计提

比例较上年大幅下降系商业承兑汇票还原应收账款后持续计算的1-2年账龄余额较2024年末减少所
致，具有合理性；

（2）公司已列示应收账款相关信息；公司应收账款增加主要系营业收入增加、并购无锡众享影响
以及个别客户应收账款增加所致，部分客户信用政策变动具有合理性，部分客户因自身审批流程较
长、下游客户回款缓慢、自身的资金规划等因素导致未按约定信用期付款；根据过往合作历史评估，公
司回款风险可控。

四、关于其他应收款
年报显示，2025年末公司其他应收款期末余额1,689.28万元，较上年末增长362%。其中，1年以

内其他应收款1,455.47万元，1年以上其他应收款322.72万元，保证金及押金为1,686.30万元。
请公司:（1）说明其他应收款较上年末大幅增长的原因，主要的交易对手方、交易背景、账龄，期后

回款情况;（2）说明押金及保证金的用途、对手方与公司的历史合作情况;（3）说明一年以上保证金的用
途，相关减值计提是否充分。

公司回复：
一、说明其他应收款较上年末大幅增长的原因，主要的交易对手方、交易背景、账龄，期后回款情

况;
（一）其他应收款较上年末大幅增长的原因
公司近两年其他应收款情况如下：
单位：万元

款项性质
保证金及押金

其他款项
小计

减：坏账准备
合计

期末余额
1,686.30
91.89

1,778.19
88.91

1,689.28

期初余额
308.98
75.97
384.95
19.25
365.70

变动金额
1,377.33
15.92

1,393.25
69.66

1,323.58
由上表可见，2025年末其他应收款账面余额为1,778.19万元，较上期增加1,393.25万元，主要系本

期向供应商支付保证金增加所致。
（二）主要的交易对手方、交易背景、账龄，期后回款情况
2025年末，公司其他应收款中保证金及押金的主要构成如下：
单位：万元

单位名称

无锡品芯科技有限公司

粤芯半导体技术股份有限公司
芯恩（青岛）集成电路有限公司

供应商Z1
追觅创新科技(苏州)有限公司

小计

款项性质

保证金

保证金
保证金

保证金

投标保证金

期末余额

650.00
500.00
300.00
150.00
10.00

1,610.00

期末坏账准备

32.50
25.00
15.00
7.50
0.50
80.50

账龄
1年以内 450万，1-2年

200万
1年以内500万
1年以内300万

1年以内 100万，3-4年
50万

1年以内10万

期后回款

100.00

100.00
2024年末，公司其他应收款中保证金及押金的主要构成如下：
单位：万元

单位名称
无锡品芯科技有限公司

供应商Z1
小计

款项性质
保证金
保证金

期末余额
200.00
50.00
250.00

期末坏账准备
10.00
2.50
12.50

账龄
1年以内200万
2-3年50万

期后回款

二、说明押金及保证金的用途、对手方与公司的历史合作情况
（一）押金及保证金的用途
2025年末其他应收款中保证金及押金较 2024年大幅增加主要系向供应商无锡品芯、粤芯半导

体、青岛芯恩、供应商Z1支付保证金所致。晶圆代工厂本身属于重资产模式经营，一般会要求合作客

户支付保证金，属于行业内常见经营模式。无锡品芯、供应商Z1、粤芯半导体、青岛芯恩均为晶圆供应
商。

无锡品芯科技有限公司保证金本期增加450万元主要原因是获取供应商Z1产能额度的保证和付
款周期的支持，该模式符合行业惯例。

粤芯半导体技术股份有限公司本期新增保证金500万元原因是为获取产能额度的保证，该模式
符合行业惯例。

芯恩（青岛）集成电路有限公司本期新增保证金300万元原因是为获取产能额度的保证和付款周
期的支持，该模式符合行业惯例。

供应商Z1新增的100万保证金为本期纳入合并范围的无锡众享向供应商Z1支付的保证金，原因
是为获取约定的相应额度付款周期的支持，该模式符合行业惯例。

（二）对手方与公司的历史合作情况
1、供应商Z1
（1）公司与供应商Z1的交易背景及历史合作情况豁免披露
（2）无锡众享与供应商Z1的交易背景及历史合作情况
无锡众享基于产品与工艺平台的匹配性，根据自身产品的规格需求，选择了供应商Z1合适的工

艺平台去完成晶圆流片环节，以确保双方在技术上的兼容性和可实现性，双方自2021年开始合作至
今。

2、无锡品芯科技有限公司的交易背景及历史合作情况豁免披露
3、粤芯半导体技术股份有限公司
粤芯半导体技术股份有限公司成立于 2017年，注册资本 236,559.14万元，是拥有国内 12英寸功

率器件晶圆代工厂的头部企业，主要从事SGT MOSFET工艺晶圆代工业务。公司自2025年与粤芯半
导体建立合作，并主要委托其代工生产SGT MOSFET的晶圆。

4、芯恩（青岛）集成电路有限公司
芯恩（青岛）集成电路有限公司成立于2018年，注册资本1,006,720.7892万元，芯恩集成拥有8英

寸晶圆、12英寸晶圆的生产线，主要从事晶圆生产代工业务。公司自2022年与芯恩集成建立合作，并
主要委托其代工生产沟槽型MOSFET的晶圆。

三、说明一年以上保证金的用途，相关减值计提是否充分。
公司支付晶圆代工厂的保证金，通常在合作期间保持相对稳定，除因业务量变化导致新增或减少

保证金情形。相关保证金在合作完成后或者定期进行退回或抵减货款，从历史数据来看，保证金的损
失风险较小，公司按照在整个存续期间按照5%计提信用减值风险，同行业公司（Fabless模式芯片设计
公司）中通常也是在存续期间一定比例计提或者不考虑减值。

公司名称

必易微（688045.SH）

纳芯微（688052.SH）

南芯科技（688484.SH）

计提政策
其他应收款分为三个组合计算预期信用损失，①款项性质组合②关联方组合③低风险组合，未披露具体
计提比例；根据年度报告里其他应收款前五大信息测算可知，保证金组合按照在整个存续期间按照0.5%

计提信用减值风险
其他应收款分为多个组合，根据年度报告里其他应收款前五大信息测算可知，订单保证金组合按照在整

个存续期间按照5%计提信用减值风险
其他应收款分为多个组合，根据年度报告里其他应收款前五大信息测算可知，其中不同保证金组合按照

在整个存续期间按照1%或5%计提信用减值风险

综上比较，公司与保证金相关的减值计提是充分的。
四、年审会计师核查意见
1、核查程序：
（1）获取其他应收款明细账，了解主要客户期末其他应收款形成的具体情况；询问运营部门，了解

公司向供应商支付大额保证金的原因；
（2）选取主要公司执行函证程序、细节测试，获取其他应收款构成的相关协议及交易单据，分析其

他应收账款的余额合理性、真实性；
（3）获取其他应收款信用减值准备计提表，查阅同行业可比公司的坏账准备计提政策，与公司坏

账计提政策进行比较，复核并分析公司信用减值准备计提的充分性。
2、核查意见：
经核查，年审会计师认为：（1）其他应收款增长主要系本期向供应商支付保证金增加；公司已披露

主要的交易对手方、交易背景、账龄及期后回款情况；
（2）2025年末其他应收款中保证金及押金较2024年大幅增加主要系向供应商无锡品芯、粤芯半

导体、青岛芯恩、供应商Z1支付保证金所致；
（3）公司与保证金相关的减值计提是充分的。
五、持续督导机构核查意见
1、核查程序
（1）获取其他应收款明细账，了解主要客户期末其他应收款形成的具体情况；询问运营部门，了解

公司向供应商支付大额保证金的原因；
（2）选取主要公司执行函证程序、细节测试，获取其他应收款构成的相关协议及交易单据，分析其

他应收账款的余额合理性、真实性；
（3）获取其他应收款信用减值准备计提表，查阅同行业可比公司的坏账准备计提政策，与公司坏

账计提政策进行比较，复核并分析公司信用减值准备计提的充分性；
2、核查意见
（1）其他应收款增长主要系本期向供应商支付保证金增加；公司已披露主要的交易对手方、交易

背景、账龄及期后回款情况；
（2）2025年末其他应收款中保证金及押金较2024年大幅增加主要系向供应商无锡品芯、粤芯半

导体、青岛芯恩、供应商Z1支付保证金所致；
（3）公司与保证金相关的减值计提是充分的。
五、关于存货。
年报显示，2025年末公司存货余额2.39亿元，较上年末增加41.01%，已超过年度营业成本1.71亿

元;存货跌价准备9,174.69万元，较上年末增加66.36%。其中，原材料、委托加工物资、库存商品、发出
商品、合同履约成本账面余额分别为1,186.90万元、4,691.03万元、17,110.57万元、109.04万元、780.26
万元，存货跌价准备分别为805.14万元、389.16万元、7,691.26万元、12.40万元、276.72万元。

请公司:（1）列示存货各科目细分情况，包括对应产品、库龄、期后结转情况等，结合下游市场需
求、公司经营及备货策略等，说明存货大幅增加的原因及合理性;结合各类产品产销情况，说明在库存
量较大情况下，仍大幅提高产量的原因及合理性;（2）结合存货跌价准备的计提政策、计算过程，说明
存货跌价准备增幅较大的原因及合理性，库存商品、原材料计提大额减值的原因，存货跌价准备计提
政策是否与前期一致;（3）对于库龄2年以上的存货，说明具体的存货类型、对应产品、形成时间、生产
背景、是否有对应订单、长期未结转原因、历史产销量变动情况。

公司回复：
一、列示存货各科目细分情况，包括对应产品、库龄、期后结转情况等，结合下游市场需求、公司经

营及备货策略等，说明存货大幅增加的原因及合理性;结合各类产品产销情况，说明在库存量较大情
况下，仍大幅提高产量的原因及合理性;

（一）存货具体内容
单位：万元

项目

原材料

在产品

库存商品

发出商品

委 托 加 工 物
资

合 同 履 约 成
本

合计

产品大类

功率器件

功率 IC
功率器件
功率 IC

功率器件

功率 IC

功率器件
功率 IC

功率器件

功率 IC

技术开发

明细分类

SiC MOSFET
平面MOSFET

其他
电源管理 IC

沟槽MOSFET
电源管理 IC

平面MOSFET
SiC MOSFET
FR MOSFET
沟槽MOSFET
超结MOSFET

屏蔽栅MOSFET
其他

电源管理 IC
功率驱动 IC

隔离固态继电器
其他
/
/

平面MOSFET
FR MOSFET

其他
电源管理 IC
功率驱动 IC

隔离固态继电器
其他

技术开发

期末余额

746.96
150.40
227.40
62.14
1.53
17.74

3,631.34
2,663.95
1,664.24
1,453.85
1,284.60
797.27
521.00
2,712.80
1,342.88
727.05
311.58
63.45
45.59

1,120.09
909.29
612.01
1,234.58
423.28
365.29
26.51
780.26

23,897.07

库龄情况

1年以内金额

-
106.35
226.57
42.44
1.38
16.21

1,726.33
731.22
1,127.41
1,203.35
442.63
586.96
111.64
2,002.55
864.85
408.05
140.23
63.40
42.62

1,119.29
907.18
604.66
1,019.26
335.72
317.21
18.49
182.66

14,348.64

1- 2 年 以 内 金
额

10.97
10.40
0.37
11.55
0.15
1.53

566.65
663.33
271.34
40.73
120.12
94.58
203.04
361.29
136.82
122.27
56.38
0.05
2.97
0.80
2.10
5.27

215.32
87.56
48.08
8.02

312.50
3,354.18

2年以上金额

736.00
33.66
0.46
8.16
-
-

1,338.36
1,269.40
265.49
209.77
721.86
115.73
206.33
348.95
341.20
196.73
114.98

-
-
-
-

2.08
-
-
-
-

285.10
6,194.25

期 后 结 转 情 况
（2026年一季度）

-
25.40
103.45
52.14
0.75
10.98
681.04
29.31
474.11
296.89
93.79
125.54
2.97

285.52
48.98
136.01
40.10
57.04
31.87
798.77
500.23
567.79
576.10
225.41
230.25
7.23
69.39

5,471.05
（二）存货大幅增加的原因及合理性
公司 2025年末存货账面余额为 23,897.07万元，较上期账面余额 16,947.44万元增加 6,949.64万

元，剔除无锡众享本期纳入合并范围导致存货账面余额增加1,373.88万元影响，公司存货账面余额仍
较上期增加5,575.75万元。从2025年库龄情况来看，公司存货主要形成于2025年、2024年，合计库存
占比74%。2年以上的库存主要集中于SiC系列和部分平面MOSFET产品。

从主要库存细分类别看，公司库存主要集中在平面MOSFET、电源管理 IC、SiC MOSFET、FR MOS⁃
FET、功率驱动 IC等，前述产品系列合计占库存余额70%。下游市场变动情况详见“一、关于经营业绩
之一、（三）公司销售政策等是否发生变化，是否与下游主要客户需求产品及经营状况相匹配”中的情
况说明。

从期后结转情况来看，截至2026年一季度已结转存货5,471.05万元，占库存总体比重为22.89%，
占一年以内存货比重达38%，考虑春节假期影响，公司存货周转情况良好。

（二）公司经营及备货策略
公司按照客户的订单或者计划执行滚动备货，周期原则上提前3个月，但随着上游产能的调整，

不排除需要提前半年甚至全年需求的备货，会出现产品集中产出。另一方面2025年公司新产品线布
局调整，衍生出很多新品，为了保障客户验证后供货能力，部分产品也必须做战略性的提前储备。此
外，高可靠性领域由于行业的特殊性，大部分客户没有固定计划或者需求，但对于货期要求又十分严
格，虽然数量少，但涉及产品多，要求保供时间长，因此公司需要进行一定的备货。

（三）存货周转情况趋好

项目

成都华微
（688709）
臻镭科技
(688270)
锴威特

（688693）

库存周转率
2025年

0.63
0.52
0.84

2024年

0.33
0.69
0.51

2023年

0.32
0.88
0.84

经营模式

Fabless模式

Fabless模式

Fabless模式

随着公司销售业务逐步增加，公司存货周转情况向好，从近三年的存货周转率数据来看，公司
2025年的周转率较2024年有了较大提升，针对目前市场同类型涉及高可靠领域的企业，从周转率变
化和周转率数据上看，都属于正常范围。

（四）结合各类产品产销情况，说明在库存量较大情况下，仍大幅提高产量的原因及合理性
公司通常向晶圆厂采购定制晶圆，晶圆采购后进行销售或者进一步加工，2025年公司晶圆采购主

要为FR MOSFET、沟槽MOSFET、平面MOSFET等，根据晶圆生产入库情况来看：
单位：片
产品系列

FR MOSFET
沟槽MOSFET
平面MOSFET
电源管理 IC
功率驱动 IC

晶圆采购
103,640
23,899
58,047
1,969
2.970

晶圆采购量占比（%）
52.39
12.08
29.34
1.00
1.50

销售出库
65,688
11,010
36,867
111
1

继续进一步加工领用
18,953
6,677
29,888
1,730
1,254

新增晶圆结存
18,999
6,212
-

128
1,715

进一步加工生产入库情况来看：
单位：万只

产品系列
FR MOSFET
沟槽MOSFET
平面MOSFET
电源管理 IC
功率驱动 IC

进一步加工入库数量
881.96
4,524.75
3,934.60
581.67
884.57

销售出库
1,019.06
3,032.54
4,193.50
565.43
724.96

新增封装成品结存
-

1,492.21
-

16.24
159.61

（1）FR MOSFET系列为公司2025年销售增量较大的产品类别，2025年实现销售4,170.78万元，较
2024年2,060.18万元增加了102.45%，主要客户包括主要客户晶艺半导体、博创等，应用于白电智能空
调、冰箱、洗衣机等家电领域，公司为了保障供货和拓展市场增加了晶圆产量。

（2）沟槽MOSFET系列完成新项目开发40余个及130余个衍生产品的小批量及中批量备货，广泛
应用于中小功率电动工具、无人机、机器人的电机驱动以及BMS系统、高可靠领域等。

（3）平面MOSFET系列的增长系超高压MOSFET前期市场的推广，工控领域、智能家居、新能源汽
车等领域需求上涨，带来了公司高压系列产品的加速增长，加大了该系列的晶圆备货及成品备货，目
前仍在持续投入满足客户增长的需求；另外配合光继电器的MOSFET需求也有大幅提升。

（4）电源管理 IC及功率驱动 IC系列产品在原有高可靠领域固定产出的基础上，25年加大了消费
类及工控类应用领域的推广的力度，取得了突破，针对新增的意向需求和未来的市场规划，进行了相
应的 IC产品备货。

整体产量增加是基于合理的产品规划及市场端的需求来进行，符合公司业务的整体规划。
二、结合存货跌价准备的计提政策、计算过程，说明存货跌价准备增幅较大的原因及合理性，库存

商品、原材料计提大额减值的原因，存货跌价准备计提政策是否与前期一致;
本年度公司存货跌价准备计提相关政策与前期一致，具体如下：
1、公司存货跌价计提的可变现净值确认依据
可变现净值的确认时，公司考虑了前述相关因素，结合产品的预计销售额情况扣除存货成本、继

续加工成本、相关税费等。在考虑预计销售额时，公司以资产负债表日前后产品售价为主，同时结合
外部竞品价格、市场价格等确定相关产品的预计销售价格。

2、存货跌价计提的计算过程及依据情况
公司根据一贯的存货减值计提政策，对于2年以上的存货，公司基于谨慎性原则认为该部分预期

无法实现对外销售，并全额计提存货跌价准备。
对于2年以内的存货部分，在存货跌价准备具体计算时，根据上述确认的产品预计销售价格计算

可实现的产品销售额，扣除至销售实现仍要发生的费用、税费，计算产品的可变现净值；对于委托加工
物资、外延片，以拟加工的产成品预计销售价格测算预计销售额，扣除根据近期委外加工费结算情况
扣除其继续加工成本、扣除至销售实现仍要发生的费用、税费计算可变现净值。对于存货余额大于可
变现净值的部分计提存货减值准备。其中继续加工成本、费用率、税费率均根据本期实际发生情况予
以确定。

3、近两年存货跌价准备计提情况
（1）近两年存货结存及存货跌价准备构成
单位：万元

项目

原材料

在产品

委托加工物资

库存商品

发出商品

合同履约成本

合计

期末余额

账面余额

1,186.90
19.27

4,691.03
17,110.57
109.04
780.26

23,897.07

存货跌价准备/合
同履约成本减值

准备

805.14
-

389.16
7,691.26
12.40
276.72
9,174.69

账面价值

381.76
19.27

4,301.87
9,419.31
96.64
503.54

14,722.38

跌价准备计
提率

67.84%
0.00%
8.30%
44.95%
11.38%
35.46%
38.39%

期初余额

账面余额

511.56
-

2,007.35
13,650.36
99.26
678.90

16,947.44

存货跌价准备/合
同履约成本减值

准备

45.74
-

271.39
4,941.03
1.89

254.89
5,514.95

账面价值

465.82
-

1,735.95
8,709.33
97.37
424.01

11,432.48

跌价准备计
提率

8.94%
13.52%
36.20%
1.91%
37.55%
32.54%

公司 2025年末存货跌价准备 9,174.69万元，较 2024年存货跌价准备 5,514.95万元增加 3,659.74
万元。

（2）存货跌价准备增加的原因
公司存货跌价准备增加主要受存货库龄增加以及市场竞争产品价格下降双重原因导致的。库龄

方面，公司 2025年末 2年以上存货余额 5,909.16万元，较年初 2,806.45万元，增加了 3,102.71万元，根
据公司的存货跌价计提政策，对两年以上存货全额计提减值准备，使得存货跌价准备计提增加了 3,
102.71万元。产品价格方面，近两年受市场竞争等因素影响，部分产品价格下降使得产品减值风险增
加，2025年末根据预计售价测算需计提存货跌价准备 3,265.53万元，2025年初该部分计提金额为 2,
708.50万元，较年初增加了557.03万元。前述因素合计使得存货跌价准备余额较年初增加了3,659.74

万元。
三、对于库龄2年以上的存货，说明具体的存货类型、对应产品、形成时间、生产背景、是否有对应

订单、长期未结转原因、历史产销量变动情况。
库龄2年以上的存货具体情况如下：
单位：万元

项目

原材料

库存商品

产品大类

功率器件

功率 IC
小计

功率器件

功率 IC

小计

明细分类

SiC MOSFET
平面MOSFET

其他
电源管理 IC

平面MOSFET
SiC MOSFET
超结MOSFET
FR MOSFET
沟槽MOSFET

其他
屏蔽栅MOSFET

电源管理 IC
功率驱动 IC

隔离固态继电器
其他

2 年以上库存金
额

736.00
33.66
0.46
8.16

778.27
1,338.35
1,269.40
721.86
265.49
209.77
206.33
115.73
348.95
341.20
196.73
114.98
5,128.80

库存形成时间

2023年度

734.10
14.40
0.46
8.16

757.11
720.93
645.75
674.51
23.58
42.88
72.39
36.46
199.80
222.00
147.53
114.77
2,900.59

2022年度

1.90
1.23
-
-

3.13
566.81
597.67
32.20
227.98
145.22
124.16
64.86
96.72
97.05
22.61
0.21

1,975.48

2021 年 及 以 前
年度
0.00
18.03
-
-

18.03
50.62
25.98
15.15
13.94
21.66
9.78
14.41
52.43
22.16
26.60
-

252.73
由上表可见，2年以上库存主要系 2022年至 2023年度期间形成，相关库存商品历史产销情况如

下：
单位：万元

产品大类

功率器件

功率 IC

小计

明细分类

平面MOSFET
SiC MOSFET
超结MOSFET
FR MOSFET
沟槽MOSFET

其他
屏蔽栅MOSFET

电源管理 IC
功率驱动 IC

隔离固态继电器
其他

2023年度
采购金额
8,807.66
2,413.88
2,015.07
1,654.15
252.96
216.19
114.03
1,333.91
553.46
1,578.57
144.25

19,084.13

销售结转金额
6,182.07
216.42
764.21
1,850.03
168.21
240.02
828.42
294.61
42.01
356.56
41.94

10,984.51

2022年度
采购金额
16,230.63
1,299.77
484.19
1,372.99
284.55
262.53
236.28
1,547.33
405.59
252.85
99.23

22,475.95

销售结转金额
9,244.01
184.97
413.73
541.67
88.23
114.32
326.67
878.29
31.22
61.36
67.30

11,951.77
功率器件方面，近年来，由于全球代工厂和整机厂商面临销售周期放缓，下游品牌商对订单的可

预期性降低，导致采购步伐大幅放缓。终端需求的疲软，推高了通用型MOSFET的库存水位。与此同
时，市场需求正在向新能源汽车、工业电源、光伏储能等领域转移，这些领域更青睐高压、大电流的高
端功率器件。

目前整个半导体行业面临着“高端缺货、低端过剩”的局面。一方面，由于新能源汽车、AI服务器
等高景气度赛道的爆发，导致主流、高压型号的大功率MOS管产能紧张，交期甚至延长至8-10周；另
一方面，厂商前期针对消费电子扩产的中小功率产能无法及时转向高端领域，导致功率器件产品在市
场上供过于求，变成行业产能结构性错配，形成了大量的呆滞库存。公司面临的竞争对手从早期
FABLESS企业逐步转为 IDM厂商，公司下游客户很容易在 IDM公司的低价保供政策下，导入变更为新
供应商，使得公司市场份额逐步流失，形式积压库存。如平面MOSFET中500V-650V小电流产品，早
期稳定客户包括深圳必易微、上海晶丰明源等，目前该部分客户均已转为从 IDM厂商直接采购。超结
MOSFET方面，公司前期拟通过系列产品进入光伏、储能、充电桩等应用领域，进行了战略备货，由于
客户切换周期较长，同时随着SiC产品成本下降应用提升，相关领域部分被SiC产品替换，使得公司储
备产品形成积压。FR MOSFET方面，公司目前在白色家电应用领域取得一定突破，但品质要求较低
的低端市场如吹风筒，对产品价格更敏感，较多终端客户为了降本直接弃用FR MOSFET的方案，转而
采取常规MOSFET来替代，导致公司产品不具有成本优势，前期备货客户的份额也逐步丢失，形成历
史库存。SiC方面，公司早期合作晶圆厂位于中国台湾地区，当时产品成本高且以4寸线为主，后因产
品切换供应商，加上SiC产品陆续转6寸线，公司SiC系列产品失去了竞争优势，因此形成了库存积压。

功率 IC方面，功率 IC主要应用于高可靠领域，该领域客户通常有较长周期的保供需求，但没有固
定的订单计划，因此公司需要备货并建立安全库存，2年以上的功率 IC产品库存1,000万元左右，属于
合理的备货及安全库存区间。

综上所述，公司2年以上存货主要系2022年至2023年间公司基于对下游市场需求预测增加的存
货储备，但近几年消费电子领域需求持续疲软，库存消耗较慢，同时叠加公司为高可靠领域配置的安
全库存增加使得公司存货库龄延长且余额较大，虽然公司积极寻找合适的渠道商及方案商来配合消
化库存，但受到近两年竞争格局的变化，公司库存存货消化相对缓慢。

四、年审会计师核查意见
1、核查程序：
（1）向公司管理层了解存货的采购以及备货策略、公司所处行业的市场波动情况、存货构成及余

额变动的原因、关于存货消化采取的相关措施；并结合公司的采购、生产和销售情况分析其合理性。
向公司财务负责人了解公司存货跌价准备的计提政策、计提过程；

（2）获取公司存货明细表，分析存货的构成情况。获取了成本核算系统的原始数据（如存货收发
存、库房流水、成本构成明细、委外材料收发存等），与财务账面的存货科目明细进行核对。获取公司
采购明细表，执行分析性复核程序，分析不同产品采购量、单位材料成本、测试费及封测费变动情况及
变动原因，并结合供应商结构变化、市场行情等对成本的变动进行分析；

（3）获取并核查公司的存货跌价准备的计算表、存货库龄明细表，结合资产负债表日销售价格等
复核公司的存货跌价准备，核查公司存货跌价计提的充分性。获取了公司存货的成本明细构成，后续
环节加工商的报价单和本期加工测试费采购情况，结合产品的近期销售价格和同类产品市价情况，检
查存货可变现净值的准确性及相应减值准备计提的充分性；

（4）对期末的存货执行监盘程序，观察公司仓库及委外供应商处存货的状态，检查存货是否存在
损坏、过期、技术淘汰等情况。公司于2025年12月末对存放于江苏省苏州市张家港市华昌路沙洲湖
科技创新园的自有仓库进行了全面盘点，由公司仓库人员、财务人员共同实施盘点。盘点时，盘点人
员通过手持设备扫码、清点箱数、查看货架与货物标签、开箱清点具体物料数量等方式开展。对主要
委外加工单位前往供应商现场进行了盘点。我们根据公司的盘点情况实施了监盘程序，具体监盘复
盘情况如下：

单位：万元

存货类别

原材料

库存商品

发出商品

合同履约成本
委托加工物资及在产

品
合计

账 面 余 额（万
元）

1,186.90
17,110.57
109.04
780.26
4,710.30
23,897.07

监盘复盘金额（万元）

761.89
4,586.03

-
-

1,033.82
6,381.74

监盘复盘比例

64.19%
26.80%

21.95%
26.71%

是否实施监盘

是

是

不适用

不适用

是

具体内容

主要为外延片
主要为中测后晶圆、挑粒管芯及封装成

品
主要为已发出给客户，尚未签收或验收

的产品
主要为归集的已发生技术开发成本

主要为委托供应商加工的外延片、晶圆
等及生产过程中尚未完工的产品

我们在监盘的基础上抽取部分存货进行复盘，由于公司存货品种多、批次多等特征，我们根据抽
样规则选取部分物料进行实物清点，根据我们执行的监盘程序，所抽盘的品种、数量记录与企业账面
是一致的。

2、核查意见：
经核查，年审会计师认为：
（1）公司已列示存货各科目细分情况，包括对应产品、库龄、期后结转情况等，公司2025年整体产

量增加是基于合理的产品规划及市场端的需求来进行，符合公司业务的整体规划；
（2）本年度公司存货跌价准备计提相关政策与前期一致，存货跌价准备增幅较大主要系受存货库

龄增加以及市场竞争产品价格下降双重原因导致的，具有合理性；
（3）公司 2年以上存货主要系 2022年至 2023年间公司基于对下游市场需求预测增加的存货储

备，但近几年消费电子领域需求持续疲软，库存消耗较慢，同时叠加公司为高可靠领域配置的安全库
存增加使得公司存货库龄延长且余额较大，虽然公司积极寻找合适的渠道商及方案商来配合消化库
存，但受到近两年竞争格局的变化，公司库存存货消化相对缓慢。

五、持续督导机构核查意见
1、核查程序
（1）向公司管理层了解存货的采购以及备货策略、公司所处行业的市场波动情况、存货构成及余

额变动的原因、关于存货消化采取的相关措施；并结合公司的采购、生产和销售情况分析其合理性。
向公司财务负责人了解公司存货跌价准备的计提政策、计提过程；

（2）获取公司存货明细表，分析存货的构成情况。获取了成本核算系统的原始数据（如存货收发
存、库房流水、成本构成明细、委外材料收发存等），与财务账面的存货科目明细进行核对。获取公司
采购明细表，执行分析性复核程序，分析不同产品采购量、单位材料成本、测试费及封测费变动情况及
变动原因，并结合供应商结构变化、市场行情等对成本的变动进行分析；

（3）获取公司的存货跌价准备的计算表、存货库龄明细表，结合资产负债表日销售价格等复核公
司的存货跌价准备，核查公司存货跌价计提的充分性。获取了公司存货的成本明细构成，后续环节加
工商的报价单和本期加工测试费采购情况，结合产品的近期销售价格和同类产品市价情况，检查存货
可变现净值的准确性及相应减值准备计提的充分性；

（4）复核会计师期末的存货监盘底稿，检查存货是否存在损坏、过期、技术淘汰等情况，判断存货
的滞销、过时或者积压的情况是否与向管理层了解的情况及库龄相匹配。

2、核查意见
经核查，持续督导机构认为：
（1）公司已列示存货各科目细分情况，包括对应产品、库龄、期后结转情况等，公司2025年整体产

量增加是基于合理的产品规划及市场端的需求来进行，符合公司业务的整体规划；
（2）本年度公司存货跌价准备计提相关政策与前期一致，存货跌价准备增幅较大主要系受存货库

龄增加以及市场竞争产品价格下降双重原因导致的，具有合理性；
（3）公司 2年以上存货主要系 2022年至 2023年间公司基于对下游市场需求预测增加的存货储

备，但近几年消费电子领域需求持续疲软，库存消耗较慢，同时叠加公司为高可靠领域配置的安全库
存增加使得公司存货库龄延长且余额较大，虽然公司积极寻找合适的渠道商及方案商来配合消化库
存，但受到近两年竞争格局的变化，公司库存存货消化相对缓慢。

六、关于募投项目。
公司 IPO募集资金净额 6.65亿元，截至 2025年末累计投入进度 51.16%。其中，智能功率半导体

研发升级项目累计投入金额5,746.61万元，投入进度39.70%，SIC功率器件研发升级项目累计投入金
额 1,734.84万元，投入进度 19.88%，功率半导体研发工程中心升级项目累计投入金额 3,497.81万元，
投入进度20.81%。2025年2月27日，公司将前述3个募投项目达到预定可使用状态时间由2025年3
月延期至2028年3月。

请公司:（1）逐年列示智能功率半导体研发升级项目、SIC功率器件研发升级项目的研发内容、投
入金额、研发成果、量产及出货情况（如有）;（2）说明三个募投项目进展缓慢的原因及合理性，可行性
是否发生变化，公司未来投入规划;（3）说明募投项目的转固情况，转固时点及判断标准，是否存在长
期停工情况，相关固定资产及在建工程是否发生减值风险。

公司回复：
一、逐年列示智能功率半导体研发升级项目、SiC功率器件研发升级项目的研发内容、投入金额、

研发成果、量产及出货情况（如有）;
（一）智能功率半导体研发升级项目

年份

2023
年

2024
年

2025
年

合计

研发内容

1、电源管理 IC（主要应用于高可靠领域）：
①完善补充隔离拓扑电源管理芯片，研发移相
全桥等隔离拓扑的PWM控制芯片以及配套的

同步整流控制芯片；
②研发降压、升压、升降压非隔离拓扑的DC-

DC芯片；
③研发理想二极管、浪涌抑制控制等智能开关

类芯片；
2、栅极驱动 IC（主要应用于高可靠领域）：

①研发低边驱动芯片；
②研发半桥、H桥及全桥驱动芯片；主要应用于

高可靠领域
3、固态继电器：研发用于固态继电器中的核心

芯片光电池
4、硅基功率器件：平面MOSFET产品系列化研

发

1、电源管理 IC：
①完善补充隔离拓扑电源管理芯片，研发全桥、
LLC隔离拓扑PWM控制器、功率因数校正控制
器、双通道同步整流控制器、内置 SiC MOSFET
的AC-DC 转换器、集成 200V MOSFET 的原边

反馈转换器；
②扩大DC-DC产品线研发，研发同步降压控制
器、支持多相并联的降压控制器、升压控制器以

及同步降压转换器系列；
③完善并扩大智能开关类产品系列，理想二极
管产品系列化、研发浪涌抑制控制、高边开关等

智能开关类芯片；主要应用于高可靠领域
2、栅极驱动 IC：

①针对电机驱动研发 100V三相智能栅极驱动
芯片、250V、600V半桥驱动 IC以及 IPM功率模

块；
②研发200V GaN半桥驱动器

3、固态继电器：基于 8寸晶圆产线升级光电池
产品

4、功率器件：
①平面MOSFET产品系列化研发

②中低压沟槽MOSFET研发

1、电源管理 IC：
①完善补充隔离拓扑电源管理芯片，研发内置
SiC MOSFET的AC-DC转换器、集成200V MOS⁃
FET的原边反馈转换器、开环隔离电源转换器、
集成750V SiC MOSFET的QR模式AC-DC转换

器；
②扩大DC-DC产品线研发，研发支持多相并联

的降压控制器、以及同步降压转换器系列；
③完善并扩大智能开关类产品系列，研发150V
理想二极管产品、研发浪涌抑制控制、高边开关

等智能开关类芯片；主要应用于高可靠领域
④研发微功率模块系列产品

⑤研发PoE供电相关的系列产品
2、栅极驱动 IC：

①针对电机驱动研发 100V三相智能栅极驱动
芯片、250V半桥驱动 IC以及 IPM功率模块产品

系列化；
②研发200V GaN半桥驱动器

③智能电表LCD驱动器
3、固态继电器：

①基于8寸晶圆产线升级光电池产品
②研发磁隔离固态继电器
4、高边电流采样放大器：

研发用于高边的高精度电流采样放大器
5、功率器件：

①FRMOS扩产开发第二生产资源
②中低压沟槽MOSFET研发

投 入 金
额（ 万

元）

572.27

2,
500.67

2,
673.67

5,
746.61

研发成果

1、电源管理 IC：
①成功研发移相全桥PWM控制 IC和

单通道同步整流控制 IC；
③成功研发100V 0.6A降压转换器
③成功研发100V理想二极管控制器

2、栅极驱动 IC：
①成功研发10A低边驱动 IC

②成功研发180V 4A半桥驱动芯片
3、固态继电器：成功研发 15V光电池

芯片
4、硅基功率器件：平面FRMOS产品系

列化

1、电源管理 IC：
①成功研发全桥隔离拓扑PWM控制
器、功率因数控制器、双通道同步整

流控制器
②成功研发同步降压控制器和同步

升压控制器
③推出 4颗理想二极管控制 IC，成功

研发100V浪涌抑制控制器
2、栅极驱动 IC：

成功研发 600V半桥驱动 IC以及首颗
IPM功率模块

3、功 率 器 件 ：完 成 30V~80V 沟 槽
MOSFET产品平台开发

1、电源管理 IC：
①成功研发开环隔离电源转换器

②成功研发支持多相并联降压控制
器和20V 5A同步降压转换器

③成功研发150V理想二极管控制器、
双路理想二极管控制器以及首颗

100V智能高边开关控制器
④成功研发首颗 SiP封装的微模块产

品
2、栅极驱动 IC：

①成功研发 250V 半桥驱动 IC，基本
完成 500V、600V 基于 FRMOS 的 IPM

功率模块产品系列化
②成功研发智能电表LCD驱动器

3、固态继电器：
完成 8 寸晶圆产线的光电池产品升

级，光电转换效率提高50%
4、高边电流采样放大器：

成功研发 0.1%精度的单向高边电流
采样放大器产品
5、功率器件：

①完成 FRMOS扩产第二生产资源的
工艺开发

②20V~80V沟槽MOSFET的产品系列
化

③30V、40V、60V、80V、100V屏蔽栅沟
槽MOSFET工艺平台建立

量产及出货情况

1、电源管理 IC研发成果均已
面向高可靠领域量产；移相全
桥 PWM 控制 IC 已导入车用

OBC，已完成小批量出货
2、栅极驱动 IC研发成果均已

面向高可靠领域量产
3、15V光电池产品已量产，进
入宁德、比亚迪等电池供应链
4、平面 FRMOS 已量产，成功

进入白电市场

1、电源管理 IC研发成果均已
面向高可靠领域量产

2、栅极驱动 IC研发成果已量
产，IPM已量产

3、沟槽MOSFET产品已量产

1、电源管理 IC：
①开环隔离电源转换器已小

批量产
②降压控制器和转换器客户

验证中
③理想二极管均已小批量产
④高边开关控制器市场推广

中
⑤微模块产品已面向高可靠

领域小批量产
2、栅极驱动 IC

①250V 半桥驱动市场推广
中；IPM模块已量产

②智能电表 LCD驱动器产品
市场推广中

3、固态继电器：
8寸光电池产品已小批量产

4、高边电流采样放大器：市场
推广中

5、功率器件
①FRMOS扩产当前在客户验

证中
②沟槽MOSFET已量产

③屏蔽栅沟槽 MOSFET 已小
批量产

（二）SiC功率器件研发升级项目

年份

2023
年

2024
年

2025
年

合计

研发内容

第二代平面SiC MOSFET工艺平台研发

第三代平面SiC MOSFET工艺平台研发
第二代 2600V~3300V平面 SiC MOSFET工艺平

台研发

第四代平面SiC MOSFT工艺平台研发
第二代3300V平面SiC MOSFET工艺平台研发

投 入 金 额
（万元）

398.89

696.28

639.68

1,734.84

研发成果

建 立 650V~1700V 第 二 代 SiC
MOSFET工艺平台，比导通电阻

Ronsp约5mΩ·mm2

建 立 650V~1200V 第 三 代 SiC
MOSFET工艺平台，比导通电阻

Ronsp约3.5mΩ·mm2

建 立 750V~1200V 第 四 代 SiC
MOSFET工艺平台，比导通电阻

Ronsp约2.5mΩ·mm2

完成首颗 3300V SiC MOSFET产
品研发

量产及出货情况

第二代工艺平台已完成阶段
性研发，相关技术成果已为后

续平台迭代提供支撑。
第三代 SiC MOSFET处于市场
推广和个别产品小批量产阶

段

第四代 SiC MOSFET处于市场
推广阶段

3300V SiC MOSFET 客户验证
通过，准备小批量产

二、说明三个募投项目进展缓慢的原因及合理性，可行性是否发生变化，公司未来投入规划;
（一）募投项目进展缓慢的原因及合理性分析
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能功率半导体研发升级项目”、“SiC功率器件研发

升级项目”及“功率半导体研发工程中心升级项目”自募集资金到位以来，公司始终秉持审慎投资、稳
健推进的原则，结合宏观市场环境变化、行业技术迭代趋势及公司实际经营情况，合理规划募集资金
使用节奏。上述募投项目进展较原计划有所放缓，主要原因如下：

1、智能功率半导体研发升级项目
本项目主要用于功率集成电路和硅基功率器件产品的研发与升级。功率半导体产品种类繁多、

生命周期长，广泛应用于消费电子、工业电源、服务器电源、光伏储能、新能源汽车及高可靠等领域。
作为保证电子系统稳定运行的核心部件，功率半导体对产品可靠性要求极高，导致产品研发及验证周
期较长。

近年来，随着第三代功率半导体（SiC和GaN）技术的快速发展和迭代，其在高效率、低损耗、小体
积等方面的显著优势，正逐步推动功率集成电路的研发方向从适配传统硅基功率器件向适配第三代
功率器件转型。在第三代功率半导体技术开始进入终端应用的背景下，公司本着审慎使用募集资金
的原则，对市场进行了充分调研，并适当的进行产品技术路线调整，计划将部分募集资金用于适配第
三代功率半导体的产品研发。

截至目前，公司已成功构建隔离拓扑电源管理 IC、栅极驱动 IC、智能开关类 IC、固态继电器四大
功率集成电路产品平台，并已启动非隔离DC-DC、高边电流采样放大器、适配SiC和GaN的专用集成
电路等多个产品平台的研发工作。在功率器件方向，鉴于SiC和GaN的快速发展，公司判断超结MOS⁃
FET的市场份额将逐步被第三代半导体产品替代，因此相应降低了超结MOSFET方向的研发投入。

2、SiC功率器件研发升级项目
本项目主要用于SiC MOSFET产品的研发升级。前期由于SiC MOSFET市场应用尚处于初期，且

行业集中扩产导致短期产能过剩，叠加市场价格回落及工艺快速迭代等因素，前期相关存货计提减值
属于行业阶段性正常表现。

近年来，作为第三代半导体的典型代表，SiC MOSFET已成为未来功率MOSFET的主要发展方向，
国内SiC MOSFET产业链从材料到晶圆制造环节已逐步趋向成熟，技术发展迅速，在短短数年内经历
了多轮迭代，且目前仍处于快速迭代阶段。SiC MOSFET的开关损耗较硅基产品降低70%以上，适配
800V人工智能、新能源车、光伏储能、高压数据中心等主流领域，根据广发证券研报，800V AIDC对
SiC+GaN功率器件的市场空间拉动将从2026年约0.3亿美元增长至2030年约25.6亿美元，4年复合增
速约204%，长期增长确定性突出。

目前，国内碳化硅晶圆厂6英寸产线量产仅2-3年，2025年已有8英寸晶圆厂实现通线。公司前
期已完成从产品工艺平台搭建到产能布局及产品量产的全过程，并持续优化功率密度，提升产品批量
可靠性、匹配设备工艺节点，这是把握国产替代机遇、抢占市场份额的必要举措。但公司作为功率器
件设计公司，在国内代工资源技术尚未稳定、技术迭代极其迅速的阶段，若大规模投入，可能面临技术
路线迭代及市场需求不及预期导致的投资损失风险。

因此，公司秉持“小步快跑、迭代验证”的策略推进 SiC功率器件项目。在三年时间内，公司 SiC
MOSFET产品已完成3代迭代升级，比导通电阻（Ronsp）从5mΩ·mm2降低至2.5mΩ·mm2，保持国内技
术领先水平。该策略有效控制了投资风险，同时确保了技术研发的持续推进。

3、功率半导体研发工程中心升级项目
本项目主要用于研发工程中心建设及升级，包括测试应用实验平台、可靠性考核实验室等，主要

目的是建设公司的测试、应用、可靠性考核的综合平台，为公司产品研发及品质保障提供基础硬件支
撑。由于智能功率半导体和SiC功率器件研发两个项目的进展有所放缓，公司本着避免盲目投入、匹
配研发与市场节奏的原则，对研发工程中心升级项目的建设节奏进行了相应调整。

（二）可行性是否发生变化
1、智能功率半导体研发升级项目
本项目可行性未发生实质性变化，核心逻辑及市场、技术、客户基础均得到持续验证，具体如下：
（1）市场需求适配性持续提升
项目聚焦“隔离拓扑电源管理 IC、栅极驱动 IC、智能开关类 IC、固态继电器”四大产品平台，以及

“非隔离DC-DC、高边电流采样放大器、适配SiC/GaN的专用集成电路”等新增研发方向，完全匹配下
游市场需求。项目产品矩阵的动态优化，进一步提升了市场覆盖广度与需求匹配精度。

（2）客户验证与商业化推进顺利
四大产品平台已进入批量供货阶段，终端客户涵盖宁德时代、汇川、麦格米特、美的、格力等行业

头部企业及高可靠领域客户600余家。新增研发方向均经过充分市场调研，符合功率半导体发展方
向，商业化落地路径清晰。

2、SiC功率器件研发升级项目
本项目可行性未发生实质性变化，仍具备良好的市场前景与技术可行性，具体如下：
（1）市场需求持续增长
新能源汽车、光伏储能、工业电源、服务器电源等领域对高效率、高可靠、小型化智能功率半导体

及 SiC器件的需求持续旺盛，行业景气度长期向好。其中，新能源汽车主驱逆变器 SiC渗透率已从
2022年的15%提升至2025年的35%，预计2028年将突破60%；光伏储能领域SiC器件渗透率年增速超
40%，市场规模预计2028年将达500亿元，为本项目提供了广阔的市场空间。

（2）技术路线未发生偏离
公司始终坚持“智能功率 IC+高性能功率器件（含SiC）”双轮驱动路线，符合国内功率半导体国产

替代与技术升级趋势，不存在技术路线被颠覆或淘汰的风险。公司采用迭代验证模式，3年内完成3
代SiC MOSFET产品升级，比导通电阻（Ronsp）从5mΩ·mm2降至2.5mΩ·mm2，同步实现阈值电压稳定
性（±0.5V以内）、高温可靠性（175℃/1000小时HTRB无失效）等关键指标优化，技术路线与行业主流方
向完全一致，产品性能处于国内第一梯队。

（3）核心团队与技术积累扎实
公司已搭建专业研发团队，核心成员均具备丰富的SiC器件研发经验，涵盖器件设计、工艺开发、

可靠性测试等全链条。公司已与国内头部SiC晶圆代工厂达成战略合作，通过多轮流片与工艺迭代，
已掌握SiC MOSFET沟槽结构设计、离子注入优化、金属化工艺控制等核心技术，关键技术指标逐步达
标，技术可行性持续验证并不断增强。

3、功率半导体研发工程中心升级项目
随着智能功率半导体和SiC功率器件项目的持续推进，本项目作为核心支撑平台，可行性未发生

变化，且其必要性与适配性进一步提升，具体如下：
（1）市场与研发需求匹配度更高
研发工程中心聚焦“测试应用实验平台、可靠性考核实验室”建设，完全适配前两大项目的研发升

级需求，针对适配SiC/GaN的专用集成电路，需搭建高频特性测试平台（测试频率≥50MHz）、EMC仿真
与测试系统，解决高频驱动带来的干扰问题；针对SiC MOSFET产品，需建设高温可靠性测试平台（温
度范围-55℃~200℃）、长时寿命测试系统（支持 10,000小时连续测试），满足车规AEC-Q101认证要
求；随着前两大项目进入样品验证与小批量试产阶段，对测试精度及可靠性验证效率的需求显著提
升，研发工程中心的建设可大幅缩短产品验证周期，提升研发转化效率。

（2）技术适配性与前瞻性充足
中心建设方案已根据前两大项目的技术调整进行同步优化。测试应用实验平台新增SiC/GaN器

件专用测试模块，支持宽电压（0-2000V）、大电流（0-500A）测试，适配第三代半导体器件特性；可靠性
考核实验室新增HTGB（高温栅偏）、H3TRB（高湿高温反偏）等车规级测试设备，覆盖AEC-Q101、IEC
60747等行业核心标准。同时，中心预留未来5年技术升级空间，可兼容更高耐压（≥3300V）、更高频
率（≥10MHz）产品的测试需求，不存在技术落后风险。

（3）投入必要性与效益明确
研发工程中心的建设可有效解决公司当前研发硬件瓶颈。目前公司外委测试存在测试周期长、

成本高、数据保密性不足等问题。中心建成后，可实现90%以上测试项目自主完成，预计将节省外委
测试费用。同时，通过搭建一体化研发平台，实现“设计-流片-测试-优化”闭环，研发效率预计提升
30%以上，有助于前两大项目快速推进商业化。

综上，公司募投项目进展缓慢主要受宏观市场环境变化、行业技术迭代、公司审慎投资策略等因
素影响，上述募投项目的可行性未发生实质性重大不利变化，项目仍具备继续实施的必要性和可行
性。公司将继续按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，稳步推进募投项目的实施，并
根据项目实际进展及时履行信息披露义务。

（三）公司未来投入规划
公司将在确保募集资金使用合规、安全、高效的前提下，结合市场环境变化、行业技术发展趋势及

公司实际经营需求，科学合理地规划募集资金的投入节奏，确保项目能够按期达到预定可使用状态，
实现预期效益。

在智能功率半导体研发升级项目方面，公司已明确将研发资源聚焦于四大核心产品平台，并加速
推进适配SiC/GaN的专用集成电路等新增研发方向。2026年，公司计划在上述方向投入募集资金用
于流片、测试验证及人员扩充，并进一步深化与头部客户的合作，力争实现功率 IC产品收入的稳步增
长。

在SiC功率器件研发升级项目方面，公司将继续采用“小步快跑、迭代验证”的策略，计划在2026
年完成第4代SiC MOSFET产品的研发，目标将导通电阻进一步降低，保持国内技术领先水平。同时，
公司将深化与国内头部SiC晶圆代工厂的战略合作，并积极拓展服务器电源、高端工业电源等新应用
领域，提升产品市场覆盖面。

在功率半导体研发工程中心升级项目方面，公司已于2026年3月完成新增实施地点的租赁及内
部投资结构调整。后续，公司将加快推进新增厂房的装修、CNAS实验室建设及关键测试设备的采购
与安装调试工作，目标将外委测试比例降低，实现90%以上核心测试项目的自主完成，并大幅缩短产
品验证周期，提升研发效率。

尽管项目前期进展受宏观环境及行业技术迭代等因素影响有所放缓，但公司已制定了明确的后
续投入规划。公司董事会及管理层将全力以赴，积极稳妥地推进募投项目建设。

三、说明募投项目的转固情况，转固时点及判断标准，是否存在长期停工情况，相关固定资产及在
建工程是否发生减值风险。

（一）募投项目的转固情况
公司各募集资金投资项目严格按照规划进度推进建设、设备安装调试及试生产运行，已达到预定

可使用状态的项目已按规定及时结转固定资产，相关清单如下：
单位：万元

募投项目

智 能 功 率 半 导
体 研 发 升 级 项

目
SiC 功率器件研

发升级项目
功 率 半 导 体 研
发 工 程 中 心 升

级项目
合计

前期置换
转 固 定

资产

266.33

98.18

399.98
764.49

转其他
（房屋）

-

-

1,121.57
1,121.57

2023年
转固定资

产

174.60

208.46

590.85
973.91

转其他
（无形资产）

14.16

-

17.70
31.86

2024年
转 固 定

资产

9.52

11.50

761.97
782.99

转其他
（无形资产）

-

-

-
-

2025年
转 固 定

资产

76.53

-

284.53
361.07

转其他
（房屋）

-

-

-
-

合计
转固定资

产

526.99

318.14

2,037.33
2,882.46

转其他

14.16

-

1,139.27
1,153.43

（二）转固情况、转固时点及判断标准
目前公司在募投项目中涉及转固的只有相关研发设备，使用部门会配合资产管理部门对设备的

到货、调试和验收进行管理，验收合格由使用部门提出申请，上传相关验收记录，资产管理部门转入固
定资产，进行资产管理。

（三）是否存在长期停工情况
目前不存在长期停工的情况。
（四）相关固定资产及在建工程是否发生减值风险
截止目前相关固定资产及在建工程未发生减值风险。
四、年审会计师核查意见
1、核查程序：
（1）了解募集资金相关的控制并执行控制测试；
（2）获取募集资金相关的决议及公告，检查募集资金的使用是否经适当审批、披露是否准确；
（3）亲自通过网银或线下银行拉取全年对账单，并通过函证确认专户余额；
（4）获取公司编制的募集资金使用情况表和账面明细表，将对账单流水明细与使用情况表、账面

明细表进行核对，检查流水是否全部入账；并对大额收支进行双向核对，检查账务处理是否完整准确；
（5）获取募投项目设备及材料等投入明细，选取样本，查验相关设备及材料投入的采购合同、请购

单、入库单或验收单、发票等，检查设备及材料等投入的真实性、入账的准确性，是否经适当层级的审
批；检查实际投入与募投项目可行性研究报告项目投入的相关性；

（6）对大额募投设备执行盘点程序，检查设备的存在及状况；
（7）获取募投项目的研发内容、研发成果、量产及出货情况，询问管理层募投项目进展缓慢的原

因，分析其合理性；询问管理层期后募投项目变更的原因可行性。
2、核查意见：
经核查，年审会计师认为：（1）公司已逐年列示智能功率半导体研发升级项目、SiC功率器件研发

升级项目的研发内容、投入金额、研发成果、量产及出货情况；
（2）公司募投项目进展缓慢主要受宏观市场环境变化、行业技术迭代、公司审慎投资策略等因素

影响，上述募投项目的可行性未发生实质性重大不利变化，项目仍具备继续实施的必要性和可行性。
公司将继续按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，稳步推进募投项目的实施，并根据
项目实际进展及时履行信息披露义务；

（3）公司募投项目未长期停工，涉及转固的只有相关研发设备，截止目前相关固定资产及在建工
程未发生减值风险。

五、持续督导机构核查意见
1、核查程序
（1）获取公司募集资金相关的决议及公告，检查募集资金的使用是否经适当审批、披露是否准确；
（2）获取银行寄送的募集资金专户对账单，并复核年审会计师的银行函证回函；
（3）获取公司编制的募集资金使用情况表和账面明细表，将对账单流水明细与使用情况表、账面

明细表进行核对，检查流水是否全部入账；并对大额收支进行双向核对，检查账务处理是否完整准确；
（4）获取募投项目设备及材料等投入明细，选取样本，查验相关设备及材料投入的采购合同、请购

单、入库单或验收单、发票等，检查设备及材料等投入的真实性、入账的准确性，是否经适当层级的审
批；检查实际投入与募投项目可行性研究报告项目投入的相关性；

（5）对大额募投设备执行盘点程序，检查设备的存在及状况；
（6）获取募投项目的研发内容、研发成果、量产及出货情况，询问管理层募投项目进展缓慢的原

因，分析其合理性；获取公司募投项目变更的审议文件和公告，了解期后募投项目变更的原因及可行
性。

2、核查意见
经核查，持续督导机构认为：
（1）公司已逐年列示智能功率半导体研发升级项目、SiC功率器件研发升级项目的研发内容、投入

金额、研发成果、量产及出货情况；
（2）公司募投项目进展缓慢主要受宏观市场环境变化、行业技术迭代、公司审慎投资策略等因素

影响，上述募投项目的可行性未发生实质性重大不利变化，项目仍具备继续实施的必要性和可行性。
公司将继续按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，稳步推进募投项目的实施，并根据
项目实际进展及时履行信息披露义务；

（3）公司募投项目未长期停工，涉及转固的只有相关研发设备，截止目前相关固定资产及在建工
程未发生减值风险。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2026年6月2日


